Halbleiterdioden
Erlduterungen zu den technischen Daten

Die angegebenen Daten gelten im aligemeinen fiir eine Temperatur
von 25 °C.

Kennwerte

Strome und Spannungen in DurchlaBrichtung sind durch den Index F,
fir Sperrichtung durch den Index R gekennzeichnet.

Ir DurchlaBstrom

I Sperrstrom

Ur DurchlaBspannung

Up Sperrspannung

c Diodenkapazitat

Q Giite, Q@ = 1/(2 n w CRg) mit Rs = Serienwiderstand
Grenzwerte

Iray  maximal zuldssiger Mittelwert des DurchlaBstromes
e M maximal zuldssiger Spitzenwert des DurchlaBstromes

I, maximal zulassiger Mittelwert des Ausgangsstromes
Tom maximal zulassiger Spitzenwert des Ausgangsstromes
Up maximal zuldssige Sperrspannung (Gleich- oder Mittelwert)

Uprn  maximal zuldssiger Spitzenwert der Sperrspannung
Uswm Grenzscheitelsperrspannung, Scheitelwert einer sinusférmigen

Sperrspannung
Uy, rus maximal zuldssiger Effektivwert der Transformator-
Wechselspannung
&y maximal zulassige Umgebungstemperatur
&, maximal zuldssige Sperrschichttemperatur
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Kennwerte
| Anwendun: Up bei .
L] ] Ir = 10 mA In bei Up
\ A \'4
Demodulator-
AR 118Y schaltungen 15 90 45
ARZ 15 < 0,45 <100 100
RAZ17%) | Schalter < 0,45 < 300 75
ARZ18) < 0,41 < 50 20
ORA 819 1,4 100 115
Alizweckdioden
OA 859 1,15 120 115
Demodulator-
OA 50 schaltungen 1.0 300 30
OR 81 1,2 100 115
Alizweckdioden
OR 95 1,05 120 115

1) paarweise fiir Ratiodetektor- und Diskriminator-Schaltungen
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dioden
Erenzwerte
Irav Iey Ug Upm S
mA mA v Vv °oc
35 100 30 45 60
140 250 75 100 85
140 250 50 75 a5
50 150 90 115 75
30 45 20 30 75
50 150 90 115 75

2) nicht fiir Neuentwickiungen
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Silizium- dioden

Kennwerte Grenzwerte
n Anwendung Up bei I I, bei Up Irav Irw Un Up w s,
v mA HA \ mA mA \ \Y °C
BA 100') | Allzweckdiode 0,9 30 (< 10 60 18 100 60 60 %0
Klemmdiode
BA 145 in FS-Empfangern | <1 100 | < 10 | 300 300 2000 350 125
Phasenvergleicis-
BA 148 diodefiirHorizontal-| <1 100 < 10 300 300 2000 350 125
Ablenkung
Schaltdiode fiir
BAIB | g oolwahier <12 ] 100 | <o 20 100 100 35 35 125

Begrenzer- und
BA 216 Stabilisierungs- <08 3 | <15 10 75 150 10 10 200
schaltungen

BA 217 <1 10 | <02 30 75 150 30 30 200
BA 218 Allzweckdioden <t 10 < 02 50 75 150 50 50 200
BA 219 < 0,85 10 <05 100 100 300 100 100 200
BAY 10 Schalter <1 200 <01 60 300 600 60 60 200
BAW 56 (s;:::::ll:iiode) <13 100 | < 0,03 25 50 100 25 50 125
BAW 62 Schalter <t 100 (<5 75 100 225 75 75 200

") nicht fir Neuentwicklungen
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Kennwerte Grenzwerte
Trp Anwendung Uk bei I I bei Up Iray Irn Up Unm 8,
Y mA pA \ mA mA \ Vv °C
BAX 12 Allzweck <1 200 <01 90 400 800 90 90 200
BAX 13 Schalter <1 20 <02 50 75 150 50 50 200
BAX 15 . <1 100 <02 | 150 250 500 150 180 200
BAX 16 Allzweck <13 100 <0,1 150 200 300 150 150 200
BAX 17 <11 | 100 <01 | 150 200 300 200 200 200
BAX 18 Allzweck <2 2A <100 75 350 2000 75 75 200
tN914 <1 10 <5 75
1NSI4A <t 20 [ <5 | T
1NSI4B <1 100 <5 75
Tho Schalter oy ” s - 75 225 75 100 175
1N916A <1 20 | <5 [
1N916B <1 30 <5 75
1 N4148 | Schalter <1 10 <5 & 75 225 75 75 200
1N4150 | Schaiter <1 200 <01 50 300 600 50 50 200
1 N 4151 Sehatter <1 50 <0,05( 50 200 450 50 75 200
1N 4154 <1 30 <01 4] 200 450 25 25 200
1 N 4446 o <1 20 <5 75
= - o " 75 150 450 75 75 200
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Silizium-Abstimm-
Grenzwerte
T Anwendung Un Un &,
\ v °C

BA 102 gelb

Nachstimmung 20 20 90
BR 102 blau
BB 104 griin Abstimmung

im UKW -Bereich 30 30 100
BB 104 hlau (Zweifachdiode)
B8 185 A Abstimmung

bis Bereich V
BB 105 B 28 30 100

Abstimmung
BB 105 6 bis Bereich Ill

Abstimmung
BB 106 bis Bereich Il 3 % 60
BB 110 Abstimmun

9

im UKW-Bereich 30 %0 100

BB 110 schwarz

Kennwerle
C bei Up Ip bei Uy Q bei Up und £
pF \" MA Vv Vv MHz
24...30 4
17...21 1
0 |<2 20 65 4 50
30...37 4
21...2 10
34...39 3
14 30
. — <002 | 30 140 3 100
14 30
11,5 3
23...28 25 65 .
470
15
2,01...23 22 <01 | 28 %
11,5 3
18...28 2 100 3 200
20
w0 s o | <005 | 28 | 100 | 3 200
27 ... 31 3
11 30
5 — <002 | 30 175 3 100
11 30
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Siliziam- Gleichrichterdioden

Kennwerte Grenzwerte
L Uy bei I, I bei Up Unwm Unm Irav Iem 8,
v mA pA v v v mA A °C
BY 118 <12 14 A < 100 300 300 5A 14 A 150
BY 127 <15 5A < 10 1250 800 1250 1A 10 A 150
BY 176 <35 100 < 1 15 kV 15 kv 15 kV 2,5 250 95
BY 184 <5 100 < 10 1500 1500 1800 2 100 75
BY 185 <120 200 < 5 31 kv 36 kv 35 kV 25 200 85
BY 187 <26 100 < 4 10 kV 10 kV 10 kV 2 200 85
BYX 10 <16 2A < 50 800 800 1600 360 3A 150
BYX 36/150 100 100 150
BYX 36/300 11 5A <120 200 200 300 800 5A 125
BYX 36/600 400 400 600
Silizium-Gleichrichter in Briickenschaltung
Grenzwerte Betriehswerte
Typ Uy rus 1, Iom &, Urr rms C R, Iy U,
v mA A °C v uF Q mA v
BY 164 60 1150 5 150 31 4000 05 1150 38,5
BY 179 280 825 5 125 i 220 400 4 750
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Sliizium-
Kennwerte
L) bei I, U, U148 rz
mA \' mV/grd Frd

BIX61/C6V 8 20 68 27 <55
bis bis

BZX 61/C 15 5 75 60 135
BZX 10/C 10 50 10 7 < 4
bis bis

BZX 10/C 75 10 75 70 <100
BIX715/C1Y 4 1,4 33 < 10
BZIX15/C 2V 1 5 10 2,1 5,0 < 15
BZX 15/C2V 8 28 6.6 < 20
BZX15/C3V 6 3,6 8,2 < 25
BZX19/C4V7 5 47 -14 < 80
bis bis

BZX 719/C 75 2 75 60 < 255
BZY 18 11,5 53 =0 18
BIY88/C3V3 5 33 -23 <110
bis bis

BZY 88/C 30 5 30 +26 < 95
BZY 91/C 10 (R) 2000 10 9 <04
bis bis

BZY 31/C 15 (R) 500 75 n <26
BZYS3/CTYS5(R) | 2000 7.5 3 < 03
bis bis

BZY $3/C 75 (R) 200 75 70 <105

) Betrieb in Durchlafirichtung
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Srearwerte Wirmewiderstand
P Izu Iz 4y &, Rinu
w A A °C grd/W
0,14
1 3 175 150
0,0125
0,235
25 5 150 50
0,03
0,4 0,25 175 350
0,08
04 200 440
0,005
0,28 0,025 0,025 150 450
0,1
04 0,25 175 310
0,0126
7,0
75 100 175 Rino =147
1,0
25
20 20 175 Rio=5
0,25
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Grenzwerte

Kennwerte
T bei I, u, AU 45 ry
mA v mV/grd [1]
BZY 95/C 10 50 10 7 < 4
bis b} bis
BZY 95/C 15 10 75 70 <100
BIY96/C4 V7 100 ° 4,7 -0,6 < 10
bis Dl bis
BZY 96/.C9V 1 50 9,1 6,4 < 45
") nicht fir Neuentwicklungen
Silizium-
oK
BZX 48
BZX 49
BZX 50
OA

Wérmewiderstand
P Iry Iz av L] Ry
w A A °C grd/W
0,14
1,5 5 175 100
0,02
03
1,5 35 175 100
0,15
Referenzschaltungen )
BIX48: BIX 49: BZX 50:
Uzbeil;=2mA: 6,5 6,5 6,5 v
(AUULI48,: 1 2 5x10-5/grd
AUz (84,=0...70°C): 45 9,1 22,5 mV
rzbeil; =2mA: 20 20 20 113

') nicht fiir Neuentwicklungen
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Mikrowellen-Mischdieden
n Frequenzbereich | Rauschzahl | Mischverluste
AAY 34 2%...40GHz | 85dB 55 dB
AAY 39 6dB 42d8B
= | mvasa 1o 18GHz 4B 50 dB
£
S| navso )
£ | mvser bis 12°GHz 62 dB 44d8B
&
E | mys 12...18 GH 7dB 52 dB
E | MYSIR B z '
E
3 ARY 52
e 12...18 GHz 8 dB 52 dB
ARY 56 )
ARY 56 B bis 4 GHz 7dB
¢5| sawssp 7848
S| BAWSSE 8...12GHz 7,2dB
SE| BAWSSF 6,8 dB
£
]
.. | CAY13 bis 12 GHz 65 dB 45d8B
=2
SE
EE| carne bis 12 GHz 65 dB 45d8B
£ '
=5
S3 | CAY 1S bis 12 GHz 65dB 45dB
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Yaraktordioden

e
BAY 66") | bis 1 GHz 100w 12w 100 V
BAY % bis 500 MHz 20W 20W 120 V
5 BXY 27 bis 2 GHz > 5W 4 W 55 V
% BXY 28 bis 4 GHz >35W 35 W 45V
BXY 29 bis 12 GHz >03W 1w 25V
BXY 32 bis 12 GHz 20 mW 1w 20V
- CAY 10 bis 50 GHz 50 mW 6V
s
g CAY10 | bis 50 GHz somW| 6V
E CXY 12 bis 50 GHz >50mW | 03W oV
1) nicht fir Neuentwickiungen
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Gunn-Effekt-Elemente fiir Mikrowellen-0Oszillatoren

n Frequenzbereich Rusgangsieistung
CXY11R 8(> 5 mW
CXY11B 8...12GHz 12 (> 10) mW
cXYne N 20 (> 15) mW
CXY 13D 25 (> 20) mW

8...12GHz
CXY13E 35 (> 30) mW
CXY 141 8(> 5 mW
CXY 14B 12...18 GHz 12 (> 10) mW
CXYy 14C 20 (> 15) mW
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AR 119, RAZ 15, ARZ 17, AAZ 18, BA 100, BA 102, BZX 75, BZY 78,

BZY 88, OR 90, OA 91, OA 95:
Gehause: Aliglas (DO-T7)
Farbring: Katodenseite

2max nicht verzinnt

S
925

2
il

—y
>
jo ey

ARY 34:
Gehause : Metall/Keramik

+—13 min —
n-?S,‘mhoL—‘l,Gmux——‘

pe-254min-=

VX 120004

Die Katodenseite ist rot gekennzeichnet.

—— 4

T
175
160

y

25 '2,565
max ~ 2,527

1y

. i ]
142 [ 1,32, 1,80
“* 117 : 122 170"

7,16
6,65 .

ARY 39, ARY 39 &, CAY 15:
Gehause : Metall/Keramik

1,32
122

1,62

17 [

Die Katodenseite ist rot gekennzeichnet.

¥Y 720026

1,62 [ 132 | 180 11,32

v17 Y122 ™0
716

122

k 6,65

VY T20027
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ARY 50:
Anode am Gehause, roter Farbpunkt
ARY 50 R:
Katode am Gehause, griiner Farbpunkt
6,477
[* 6,300 "]
0,762 1,27
0,686 "] ;1,02 2
1
L 4l
P A,
9s2 877 | | = 1 3073 926
%928 %8611 || L *3023%7163
L -
VY 720028
1,39 10
™ s _"E,
19,3
18,8
ARY 51, ARY 52:
Anode am Gehause, roter Farbpunkt
ARY 51 R, RRAY 52R:
Katode am Gehause, blauer Farbpunkt
#160
L)
§559 | ) ¥ 086 4,80
5,:6 %076 *4467
! o
J ;" !’”o,ls
1943 mn [
18,67 R 0029
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ARY 56:
Anode am Gehause, roter Farbpunkt
RAY 56 R:
Katode am Gehéuse, griiner Farbpunkt
6477
~6300 "
0,762 1,27
; 0,686 * [*1,02
voas 1,32
- \ T d
. 5 ]
952 8737 | | —1 2387 7,264
9928 *8611 | ] 6 i — — #2286 #7163
o T
1 === w2 00281
1,39 2,0
™ s el "l
F— 8I__

BA 145, BA 148, BYX 10:
Gehause: Kunststoff (DO-14)

2 max_nicht verzinnt

e —

max
254 rran o1
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BA 182, BB 105, BB 106, BB 110:

a BAW 56:
Gehause : Kunststoff (SOD-23) s .
Warze : Katodenseite 2 Gehause: Kunststoff (SOT-23)

[} [e————2,9max —=j
4k "y o | e |
Urmin O Q75max e =095 = ©
T ¥ e m r
25 f—u 25— T : : 3
5 ‘ * 13
29 max 24 0,05min é_ 'L
S e W B g I L7
= = ¥ h\’ L__,_
w00 ~loss - 0,43 max
(=Y
BA 216, BA 217, BA 218, BA 218, BAW 85, CAY 14:
BAX 12, BAX 13, BAX 15, BAX 16, BAX 17, BAX 18,
1N914, 1 NSI4R, 1 N914B, 1 NS16, 1 N91I6 A, 1 NSIGB: A
Gehause: Hartglas (SOD-17) T X y ¥
Farbkennzeichnung beginnt an Katodenseite 7518 6,350 A1 ,238846,0%
052 7017 P68 [ 92397 max
Emmgs max
VY 720030
‘3‘9’,{__”_ 1448 e 0762 K
U by oy 1196~ max ™ -
ol 0 wess_
la—76min—al 9,126
BAY 10, BAW 62, BZX 79,

1 N 4148, 1 N 4150, 1 N 4151, 1 N 4154, 1 N 4446, 1 N 4448:
Gehause: Allglas (D0-35)

Farbkennzeichnung beginnt an Katodenseite

#0,56 max

N.I'
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BAY 66:

Gehause: Metall. Die Katode ist mit dem Gehause verbunden.

1,05%

et Max.8
—
t —F

IS S g
o mal|i

ax
max.1,9%

~—

lt——— max.14,5 —»

-————— 26,2¢0.9 ———pu

BAY 96:
Gehause : Metall (D0-4)
Die Katode ist mit dem Gehause verbunden.

31,8 max

M) i
10-32UNF-2A

K

33__ ,
max ‘Tma o
SRRy B L

max

BB 104:
Gehause: Kunststoff (SOT-33)

temax 6,7 s

max.0,75
min.}6

1
]

max.
15

AR

R

| S & o~
gni
min.23

.
i
!

r=3
W.?,Sz-k’g
P> = >

+

E
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BXY 27, BXY 28, BXY 29, BXY 32, CAY 10:
Gehause: Metall/Keramik

22 L 490 o183
L-—m 170

152
o 08
048
A K

—gs—
g

7 !
L —JH - — g\ 208
1 ot‘no,",

vzTR00M

BY 118:
Katode am Metallgehause (SOT-9/2)

max.19 —

—13,1—f

23
max 31,6 —
fo—14,3 =
¥ :
- %
17

E

-
a
I

.

BY 127, BZX 70:
Gehduse: Kunststoff (SOD-18)

4max_nicht verzinnt

9105
max
965 A [
max
4 min 125max. 2L min
V& 720007
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BY 164, BY 179:
Gehause : Kunststoff (SOD-28)

max.5

BYX 36, BZX 61:
Gehause : Kunststoff (DO-15)

¢2m2
max 008
max

A - ‘L K
ol e
254 min —s-te - 16Mox —ete-254min

VI 720005

» e max 105¢

BY 176: :
Gehause : Kunststoff (SOD-33)
3Imax_nicht verzinnt :é: o1
= ;
s el anll B
A K
¥
20 Min ——ete——— 255 Max ——ote—— 20 min
- VX 720003
BY 184, BY 187:
Gehause : Kunststoff
2max nicht verzinnt
; ' ! T
835 A . | +c K ‘
max ', \I‘I ’
1 s 'H.
25,
-2 0 amas Do
18min 710081
BY 185:
Gehause: Kunststoff
86 max
A - re-15 K
Ly f
#8487 (=) @ (1]
12
—ol 6§ e VAT20074.1 le75e & |-
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BZY 81/... (Katode am Gehduse)
BZY 81/. . .R (Anode am Gehause) BZX 48, BZX 49, BZX 50:
Gehiuse : Metall (D0-5) Gehause: Metall, T0-18, aber 2 Anschliisse

Die Katode ist mit dem Gehause verbunden.
- 3.5 38.4)
SW17
T
1/4- 28UNF .

R i
_____ X
‘E_“"‘g'—t' &
max. | NJ ' . f
2,2 | tas

—o maxié le—
—imaxil5 e—— max.25,4 —a

BZY 8%,.. (Katode am Gehause)
BZY 8%. . .R (Anode am Geh3use)

Gehause : Metall (D0-4) v CAY 13:
max.93 e o -
= %
Swit { = ‘E'
10-32UNF €

BZY 85, BZY %6: CXY 10, CXY 12:
Gehause: Metali (D0-1) Gehause: Metall/Keramik
Die Katode ist mit dem Gehéuse verbunden.
3 Y @127+
= & 3 ~joasa}--
% —»|max85i e X o X
1 ¢ ; F i !
- - .. E
5 I I y
s i iy
t s, T V8 —lonon
-— n}ax.l‘lﬂa -
be-min.35 min. 49
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CXY 11, CXY 13, CXY 14:
Gehause : Metall/Keramik

2 163
k=gt 17053

e
~ 3% ;
¥
10 4150 0 4208
waso | [ 160 5208,
o3 o - 952 %198
300 152 * )Y by
i YIT20002

OA 81, OR 85:
Gehause: Allglas (SOD-6/1)
Farbring: Katodenseite

max.2 _nicht verzinnt
)

o' A
I :

maxi27 | i

“Ti00t25 |
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Transistoren
Erléuterungen zu den technischen Daten

Die angegebenen Daten gelten im allgemeinen fiir eine Temperatur
von 25 °C.

Elektroden E c E (4
Basis . ... B,b

Emitter . . . E, e

Kollektor . . C, ¢ B B
Grundschaltungen PNP-Transistor NPN-Transistor

Emitterschaltung:  Eingang und Ausgang haben den Emitter als ge-
meinsame AnschluBelektrode

Basisschaltung: Eingang und Ausgang haben die Basis als gemein-
same AnschluBielektrode

Kollektorschaltung: Eingang und Ausgang haben den Kollektor als ge-
meinsame AnschluBelektrode

In Fallen, in denen eine b dere Kennzeichnung der Schaltung erfor-

derlich ist, werden die Kurzzeichen mit kleinen Indizes e, b oder ¢

versehen.

Strdme und Spannungen

I Basisstrom

Igay  Basisstrom, Mittelwert

Igy Basisstrom, Scheitelwert

I Kollektorstrom

Icay  Kollektorstrom, Mittelwert
Iy Kollektorstrom, Scheitelwert
I Emitterstrom

I,y Emitterstrom, Mittelwert
Ipm Emitterstrom, Scheitelwert

Bei Reststromen geben die beiden Indizes fiir die Elektroden den
Stromkreis an, in dem gemessen wird, der zusatzliche Index kenn-
zeichnet den Zustand der dritten Elektrode, z. B.

Icso  Kollektor-Reststrom bei offenem Emitter

eso  Emitter-Reststrom bei offenem Kollektor

Iceo  Kollektor-Emitter-Reststrom bei offener Basis

cev  Kollektor-Emitter-Reststrom bei gesperrter Emitterdiode
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Bei Spannungsangaben werden zwei Indizes verwendet; der zweite Index
gibt den Bezugspunkt an, das Vorzeichen gilt fiir die Spannung gegen
diesen Bezugspunkt:

Uce Kollektorspannung gegen Emitter
Ugp Emitterspannung gegen Basis (es ist auch Ugg = - Ugge)
Ucesor Kollektor-Emitter-Restspannung?)

Soweit erforderlich, erfolgt eine Kennzeichnung durch weitere Indizes,

2. B.

Uceo  Kollektor-Emitter-Spannung bei offener Basis

Ucer  Kollektor-Emitter-Spannung bei Widerstandsabschluf der
Emitterdiode .

Ucgs  Kollektor-Basis-Spannung bei kurzgeschlossener Emitterdiode

Aligemeine Formelzeichen
Kleinsignal-KurzschluB-Stromverstarkung in Emitterschaltung . g8
Gleichstromverstarkung in Emitterschaltung . . . . . ... ... B

Grenzfrequenz in Basisschaltung . . . . ... .. ... ..... fa
Grenzfrequenz in Emitterschaltung . . . . .. .. ... ..... fg
Transitfrequenz (fr~f,) . . .. .. .. .. ... ... ... .. fr
Rauschzahl . . . .. ... ... ... .. ... .. . F
Sperrschichttemperatur . . . . .. ... .. . oL &,
(Transistor-) Gehausetemperatur . . . .. ... ......... &
Umgebungstemperatur . . . . . ... ... .. ... &y
Warmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung . . . . Ry ¢y
Warmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehduse . . . . . Rine
Grenzwerte

Alle Grenzwerte sind absolute Grenzwerte.

Der Grenzwert fiir die Verlustleistung ergibt sich aus
Prtot max = (84 mox = #0) | Repy

bzw.
Prot max = (34 mox = Jo)lRmav

auf keinen Fall darf der als Grenzwert angegebene Py, mq,-Wert tber-
schritten werden.

') Die Kollektor-Emitter-Restspannung ist etwa jene Spannung
zwischen Kollektor und Emitter, bei der die Kollektordiode vom
DurchlaBbereich in den Sperrbereich iibergeht.
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Betriebswerte

Eine fir kleine Signale hinreichende Beschreibung eines Transistors
kann durch die Angabe von vier Koeffizienten eines Vierpol-Ersatz-
schaltbildes erfolgen. Fir Niederfrequenz wird die (h)-Matrix verwendet.
Die Werte sind fir die Basis- und Emitterschaltung verschieden und
gelten jeweils fiir einen bestimmten Arbeitspunkt; die Schaltung wird
durch ein e, b oder ¢ im Index gekennzeichnet.

uy =hyy fr +hyyup

fg=hyg i+ hypu,
KurzschluB-Eingangswiderstand h,, = ('"1/"1)11, =0
Leerlauf-Spannungsrickwirkung h,, = (u,/u,)i, =0
KurzschluB-Stromverstarkung hyy = (izli')u, =0
Leerlauf-Ausgangsleitwert haz = (2luz)j, -0

Fir Hochfrequenz werden die Koeffizienten einer Leitwert-Matrix
angegeben.

Iy =¥1iUy+¥y2Uz
I2=Y21Us + ¥22Uz
Yix = Gix + jbix

KurzschluB-Eingangsleitwert y,, = (i,/u,)u: =0
Rickwartssteilheit Yiz2 = Giluzdy, = o
Vorwartssteilheit Y21 = (2lUun)y, = 0
KurzschluB-Ausgangsleitwert y,, = (i,/u,)u, =0

Fir y,, und y,, wird in vielen Fallen gesetzt
Yi2 = |Yr:|e”a’2 und y,, = |Yul°lw“

Die Umrechnungsbeziehungen von der (y)-Matrix zur (h)-Matrix sind
wie folgt:

y __1_ y =_h_1:_ y _’72_1 Yeo = hythaa = hyahyy
"=h, 12 " 21 » 22 ——h,,
1 Yi2 Y21 Y11Y¥22 = Y12Y21
hyy=— hyp=-— == hyp= — 2020
" ! 2 Y11 2 Y11 22 Y1
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